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１．概要（Summary） 

貴金属触媒を用いた選択的湿式シリコンエッチング法

(MacEtch : Metal-Asssited Chemical Etching)による

TSV用シリコン貫通孔の形成を試みた. 本研究では貴金

属触媒の下部層がエッチング形状に与える影響を調査し

た.  

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

i線露光装置 

【実験方法】 

シリコン基板上にレジストパターンを i線露光装置により

形成した。まず貴金属触媒を製膜する前に、バッファード

フッ酸により、シリコン基板上の自然酸化膜を除去した。

次に Si基板上にAu20 nm, Ti20 nmをスパッタ堆積し、

リフトオフプロセスで触媒膜のパターンを形成する。形成

したパターンの直径は 10 m であった. スパッタ後、24

時間経ってからSi基板を過酸化水素とフッ化水素酸の混

合溶液中に浸漬し, MacEtchを 30分間行った.  

MacEtch によるシリコン基板のエッチング形状の評価

は断面 SEM観察により行った.  

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1はそれぞれ(a)Auのみ, (b)Au/SiO2, (c)Au/Tiを

それぞれ触媒金属としてエッチングした Si の断面 SEM

像を示す. (a)に示した, 金のみでエッチングを行った試

料においては触媒の Au 膜が分裂し, ランダムに微細な

孔が形成されている様子が観察されるが, SiO2 や Ti を

Auの下部に成膜した場合は, Au膜の分裂は確認されず, 

パターンニングした金触媒とほぼ同じ大きさの直径10 m

の垂直なホールが得られた.  

XPS を用いた深さ方向への元素分析を行った結果, 

SiO2膜や Ti 膜を Au 下部に成膜した試料では Au と Si

の相互拡散が抑制されていることを確認した. 以上の結

果から, Fig. 1 (a)に示した Au膜の分裂は Si原子が Au

膜中に拡散した結果引き起こされるものと推測される. Ti

や SiO2 膜はこの相互拡散を抑制したため, 触媒膜の分

裂を防いだと考えられる. 一方で, SiO2は Auに対する拡

散バリア性は十分でないため, 今回の実験条件では Ti と

のエッチング形状の違いは見られなかったが, より厳しい

環境下(高温, 長時間保存)においては, TiまたはWなど

の拡散バリア性の高い金属が良好なエッチング形状を得

るために効果的であると予想される.   

 

Fig. 1 Cross-sectional SEM images of Si holes prepared 

by MacEtch process with (a)Au, (b)Au/SiO2, (c) and 

(d)Au/Ti as etching catalysts. 
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